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本論文は、PCU の小型高性能化に向け開発されてきている新しいパワー半導体デバイスである SiC 




は SiC MOSFETの駆動技術によって解決または低減するための回路の研究を実施し、これまで PCUで
使われていた部品を増加することなくこれら課題を解決する手法を提案し、実際の試作によりその効果を
確認している。 














析は、これまで報告例がほとんどなく、 SiC MOSFET を PCU 等に利用する場合の重要な知見が得られ
ている。 
第 5章では、これまでの結果をもとに、具体的な駆動技術の研究開発に関し述べている。現状の駆動回





本学位論文は、将来のパワー半導体デバイスとして HEV、EV 用 PCU への応用展開が期待されている
SiC MOSFETの応用上の問題点課題に関し、その現象の基礎的な解析を基に新しい駆動回路技術を提
案し、この駆動回路を用いることで、SiC MOSFET を用いた PCU の高性能化を、高い信頼性を持って実
現可能であることを示したものである。 
 
審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
次世代パワー半導体デバイスとして期待されている SiC MOSFETは一部製品で実用化検証が始まって
きているが、高い信頼性を要求される HEV や EV への応用には、高性能化と共に信頼性の確保が非常
に重要な課題である。高性能化、低損失化に関しては、SiC MOSFET 内蔵ダイオード通電の影響を、電
力変換回路損失の立場から解析している。その結果、内蔵ダイオードを用いても駆動回路技術の高性能



















  平成 29 年 2 月 21 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席の
もと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
 
 
 
 
